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"Metallkontakt an einem Halbleiterkbrper" 



Die Erfindung betrifft einen Metallkontakt an einem 
Halbleiterkorpero Dieser ^Metallkontakt ist vor allem 
fur die sperrschichtfreie Kontaktierung von^einkristal- 
linen. Silizium- Halbleiterkbrpern vorgesehen* Es sind 
bereits Kontakte bekannt, die Titan, Palladium, Silber 
und Gold eathalten. Dieses Kontaktsystem hat den Nach- 
teil, daB Silber beim Lbtvorgang gelbst wird und spater 
zur Versproduhg des Lots fiihrtp Ein anderes bekanntes 
Kontaktsystem besteht aus der Schichtenfolge Nickel- 
Gold* Dieser Kontakt hat. den Nachteil, dafl er bei 
relativ hohen Substrattemperaturen hergestellt verden 
mufl r so daB u P U P die elektrischen Kennwerte des Bau- 
eleraentes verandert verden oder aus anderen, bereits 
am Halblei1;erkbrper angeordneten Kontakt en Storstellen 
in unerwiinschter Weise in den Halbleiterkbrper ein~ 
dringen. 
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Der vorliegenden Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, 
einen Metallkontakt anzugeben» der bei niederer Sub- 
strattemperaturen nergestellt werdon kann und eine gute 
Lotbarkeit aufveist c 

Dies e Aufgabe wird erfindungsgemafi dadurch gelost, dali 
der Kontakt ausgehend vom Halbleitermaterial die Schi- 
chtenfolge Cbrom- Cnromnickel- Nickel* Gold aufweist « 
Dieser Kontakt zeichnet sich durcn gute Lotbarkeit au£. 
Bei seiner Herstellung ist die notvendige hochste Sub- 
strat temper atur ca» 250°C« Die mechanische Festi^keit 
des Kontaktes ist ausgezeichnetc Die Erfindung sdll 
noch aniiand eines Ausfuhrungsbeiapieles naher erlautert 
werden. 

In der Figur ist ein NF- Mesa- Leistungstransistor ira 
Schnitt dargestellto Der Halbleiterkorper bildet im 
wesentlichen die Kollektorzone 1, d±e beispielsveise 
n + - leitend ist« Damn ist die Basiszone 2 p- leitend, 
in die von- einer Oberf lachenseite aus die n + - leitende 
Emitterzone 3 eingelassen isto Die der Basis- und der 
Emitterzone gemeinsame Oborflachenseite ist mit einer 
Oxydschicht k bedeckt, in die uber der Basis* und der 
Emitterzone Offnungen fiir die Anschluflkontakte einge- . 
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bracht sixxdo Diese Anschlulttcontalcte 5 und G bestetten 

beispielsweise .aus Aluminiumo Die dies en Kontakten 

gegemiberliegenden Qberflachenseite des Halbleiter- 

kbrpers 1st m±± einem Chrom- Chrdmnickel- Nickel- Gold- 

Ltmtakt 7 versehen, durch den die Kollektorzone des 

Transistors sperrschichtfrei angeschlossen wird. Die 

* , — - 

Chromschiclrt 8, die unmitteibar auf den Halbleiterkorper 

aufgedampft'wird', ist beispielsweise mehrere nundert 

Angstrom dick e Die Bicfce betrug bei einem Ausfiihmiigs- 

beispiel 500 A° 0 Die Ctoromnickelschicnt 9 ist beispiels- 

weise 200a£, die Nickelscnicht lO ca. 4000 5f vaul die 

Ooldschicht 11 Tdederum menrere hund'ert Angstrom dicko 

Dieser vorteilhafte Schichtaufbau gilt, fur alle Art en 

von Bauelenentea, fitr Dioden,. Transistoxen. und integrierte* 

Schaltkreifie und bei diesen Bauelementen sovohl fiir 

n~ als auch fiir p-leitende Halblei terzoneni- 

Die Substrattemperatur des Haiblei t erkorp^r s l>ei der 

Aufdampfung der ersten Chromsehicht b'etragt oato •250°Co' 

Bei der Aufdampfung der na ens ten Scbichtaus Chrom- 

Q 

Nickel kann diese Teraperatur bereits aus ea* 20CT--C re« 

duziert vefden. Auch bei der Aufdampfung der ubrigen 

. o 

Schichten kann die Substrat tempera tur unte'r 200 C liegen. 
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Die Chromnickelschicht wird vorzugsveise so hergestellt 
werden, dafi wahrend der Aufdampfung der Chromgehalt 
laufend abnimmt « Es vurden dann zunachst 100 % Chrom 
aufgedampft und der Chromanteil bei gleichze itiger Er- 
hohung des Nickelanteils so lange reduziert, bis 100 % 
Nickel aufgedampft werdeno 

Die Chromnickelschicht kann aber auch durch Verdampjfung 
einer Chromni ckellegierung hergestellt werdeno Bei einer 
Ausfuhrungsfonn wurde eine Legierung aus 20 % Chrom 
und 80 % Nickel verwendeto 

Das angegebene Kontakt system lafct sich fur viele Art en 
von Kontakt en vervenden, auch fiir Basis- und Emitter- 
kontakte mf der Vorderseite eines Halbleit erkorpers o 
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Pateirfcanspruch. 1 



Metallkontakte an einem Halbleiterkorper , dadurch gekenn- 
zeiclinet, daB der Kontak*t ausgehend vom Halbleitermaterial 
die Scliichtenfolge Chrom- Chromnickel- Nickel- Gold auf*- 
weist. 
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^^Metallkontakt e an einem HaJJ>*^i teit erkorper , dadurch 
gekennzeichnet, dart der.Jfcontakt ausgehend vom Halbleiter- 
material die Schi ctrtenfolge Chrora- Chromnickel- .Gold 
aufweist, 

2) Metallkontakt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet , 
daft die Chromschicht mehrere hundert Angstrom, die Chrom^ 
nickelschicht ca. 2000 X, die N.ickelschicht ca 4000 X 
und die Goldschicht mehrere hundert Angstrom dick isto 

3) Metallkontakt nach Anspruch 1 oder 2, gekennzeichnet 
durch seine Verwendung als sperrschichtfreier AnschluO 
fur n- oder p- leitende Halbleit erzonen eines einkristaU 
linen aus Silizium bestehenden Halbleiterbaue lementes o 

k) Metallkontakt nach Anspruch 3» gekennzeichnet durch 
seine Verwendung als ein die gesarate Riickseite eines 
Halbleiterkorpers bedeckender Anschl uflkontakt einer 
Diodenzone oder. der Kollektorzone eines Transistors, 
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5) Verfahren zum Herstellen eines Metallkontakt;es 

nach einera der vo fang eh end en Anspriichen , dadurch gekenn- 
zeichnel, daB di e Met all schichteii nacheinander auf den 
Halbleiterkorper aufgedampft werden, wobei bei der Auf« 
dampf ung der ersten^aus Chrom .bestehenden Metallschicht 
der Halbleiterkorper auf ca. 250°C erhit.zt vird und 
diese Temperatur bei . den nachfolgenden Auf dampf schr ±± "ten 
weiter reduziert wird* * 

6) Verfahren nach einem der vorangehenden Ansprucheii, • 
dadurch gekennzeichnet , dafi zur HerstelXung der Chromnickel- 
schicht eine Legierung aus Chrora und Nickel verdampfi 
■vrird. * 
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